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Tranzystory
BF504, BF505, BF506

——— mgr ini. Andrzej Ma$lag ——

ranzystory BF504, BF505, i

BF506 produkowane przez Fa-
bryke Pélprzewodnik6w TEWA sg
tranzystorami krzemowymi $§redniej
mocy, wielkiej czestotliwosci, typu
n—p—n wykonanymi technologig
dyfuzyjna, konstrukeji MESA. Prze-

Rys. 1. Rozmiary tranzystoréw grupy BFG504-306
oroz uklad wyprowadzen elekirod

znaczone sa glownie do pracy w
ukladach przelgcznikowych i gene-
racyjnych  wielkiej czestotliwoéci
oraz do pracy w ukladach wzmac-
niajacych s$redniej czestotliwos$ei.
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Gléwne rozmiary tranzystorow
grupy BF504, 505, 506 oraz uklad
wyprowadzen elektrod s podane
na rysunku 1, a podstawowe para-
metry elektryczne tranzystoréow ze-
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Rys, 2. Charakterystyki tranzystoréw grupy BF504-306
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stawione w tablicy 1, przy czym ich
dopuszczalne wartosci eksploatacyj-
ne ujeto w tablicy 2.

Tranzystory grupy BF504, 505,
506 maja zblizone parametry do
tranzystorow typu. 2N696, 2N697
francuskiej firmy Cosem.

Produkowane roéwniez przez F.P.
TEWA tranzystory typu BF504A,

(ed. na str, 231)
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Parametry elektryczne tranzystoréw grupy BF304, BF505, BF506

blica 1

Wartos$é parametru
Nazwa parametru Ozpa- | yoqn, Wargnk1 BF3504 BF505 BF506
czenle pomiaru | e
’ minjmax min | max| min | max
Prad zerowy  ko-| &U('BZS v !
lektor-baza ‘I('BO uA ‘IE:O mA ‘ 0,5 0,5 0,5
|
Wspoéleczynnik ‘ - |
wzmocnienia prado-| UCE_'SV ‘
wego w ukladzie OE[the I,=10 mA 10 10 10
|
Napiecie nasycenia U('L‘sat v IC:IO mA
’1911;:10 2 2 2
Wspélczym?ik UCF:G v
wzmocnienia prado- 1 :410 A
wego w ukladzie OE [0} L2 i
przy f, =20 MHz P 11120 MHz ! 3 3 3
Pojemnosé kolektora‘cc pF |Upp=6V
Il,=0 mA
}fpzs MHz 35 35 35
Stala czasowa b G ps ‘UCBZG v
“II’: 10 mA
I'E
if )9 MHz 2700 2700 2700
U, ,.,=6
Wspdlezynnik CE b4
=5
wzmocnienia prado- 1,=5 mA |
wego w ukladzie OE Ny, f,mrkHZz | g 0 10
Napiecie przebicia Tapo=10 uA
? = 5 45
kolektor-baza YU/sR)cBO v |Ip=0 mA 15 30
Napiecie przebicia Iopo=10 mA
G ; i = 5
kolektor-emiter U{BE)CEO v imp. Ip=0mA | 15 30 4
Napiecie przebicia Ippo~=10 uA
emiter-baza \Usr)EB0O i v |[I=0 A 4 ( 4 4
I i

Tablica 2

Dopuszczalne wartoSci eksploatacyjne dla tranzystorow grupy BF304, BF505, BF303

przy t, = 45°C
{ Wartosé
Nazwa parametru Oznaczenie Jedn. T
: I BF5304 BF305 @ BF506

Max napiecie kolektor-baza UC'B o v 15 30 45
Max napiecie kolektor-emiter Urp — v 15 30 | 45

h |
Max napiecie emiter-baza UFB — v 4 4 | 4
Laczna moc strat kolektora me mw 250 250 250
Max prad kolektora IC . mA 50 50 50
Max temperatura zlgcza tj P oc 150 150 150

BF505A, BF506A majg parametry przelaczajacych i generacyjnych

takie, jak grupa BF504, BF505,
BF506 z ta tylko roéznicg, ze stala
czasowa obwodu kolektora r,,’C,
jest wieksza od warto$ci 2700 ps i
nie jest okre$lana. W zwigzku z tym
zostal zawezony zakres zastosowa-
nia tych tranzystorow do ukladow

wielkiej czestotliwo$ci i wzmacnia-
jacych malej czestotliwosci.

Zamieszczone na rysunku 2a, b, ¢
charakterystyki tranzystoréw grupy
BF504, 505, 506 nalezy traktowaé
jako orientacyjne.
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